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Elektronik I, WS 12/13 — Ubung 12

Die Ubung findet bereits am Montag, den 21.01.2013 um 13 Uhr in A5 1, -1.03
statt.

Aufgabe 1) Raumladungsdichte, Feld, Grenzen der Raumladungszone.

Gegeben ist ein linear dotierter p-n-Ubergang fiir dessen Dotierung iiber dem Ort gilt

Np — Na = ax

Der Dotierungsgradient « ist eine Konstante.

a) Bestimmen Sie p(x), E(x) und ¢(x) in der Raumladungszone x, < x < x, und in den
Bahngebieten x < x,, x > X,.
Hinweis: Nehmen Sie zur Vereinfachung an, dass die Raumladung in der Raumladungs-
zone ausschliellich von den ionisierten Atomriimpfen der Dotieratome erzeugt wird.

b) An den p-n-Ubergang wird eine Spannung U in Flussrichtung angelegt. Berechnen Sie
die Grenzen x,, x, der Raumladungszone in Abbhangigkeit von U.

Aufgabe 2) Ladungstragerdichte, Diffusionsspannung, Raumladungszone.

a) Berechnen Sie die Dichte der Ladungstrager auf beiden Seiten eines p-n-Ubergangs im
thermodynamischen Gleichgewicht. Der Kristall mit einem vom Strom durchflossenen
Querschnitt von 1 mm? wurde mit Ny = 10®_L; und mit Np = 5- 10'°-%; dotiert.
Vergleichen Sie dabei die Werte flir Si,Ge und GaAs bei 300 K. Wie grols ist das Gefalle
der Ladungstragerkonzentration in Prozent?

b) Berechnen Sie die Diffusionsspannung jeweils fiir eine Si-, Ge- und GaAs-Diode, welche
mit Ny = 8-10'°—%; und Np = 8- 10*°_%; dotiert wurde.

Die Sperrschichttemperatur betragt 300 K.

c) Kann die Diffusionsspannung zur Spannungserzeugung genutzt werden? Begriinden Sie
lhre Antwort!

d) Bestimmen Sie die Weiten der Raumladungszone der Si, Ge und GaAs Dioden aus b)
bei T=300K.
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